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摘 要

在奈米CMOS 積體電路中，靜電放電(ESD)防護能力隨著元件的尺寸縮減而大幅地降低，傳統的ESD 防護電路設計及方法

已不堪使用，所以在奈米製程中ESD防護元件的挑選及ESD 防護電路設計必需更加以改良。我們針對一個具有初始導通特

性already-on (native)的NMOS 元件，研究其ESD 元件特性，並提出其在奈米CMOS 積體電路上的創新應用。這

種already-on (native)NMOS 元件具有較低或是負臨界電壓(threshold voltage)的特性。當IC 受到ESD轟擊時，這種already-on

(native)元件會具有初始導通的特性，也就是說，當IC浮接時，這種already-on (native)元件就會在導通狀態下來等待ESD 的

轟擊。所以這種already-on (native)元件在理論上具有最快的導通速度及最低的觸發電壓。如此，才能有效率地保護在奈米

製程中超薄的閘極氧化層(厚度小於15A)。IC 在一般正常操作下，為了使這種already-on (native)元件關閉來避免不必要的漏

電流，該元件的閘極需要加上一負偏壓來關閉元件的通道。

關鍵詞 : already-on (native)元件, NMOS, 靜電放電
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